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(54) 리얼타임클럭 및 에스램의 오동작 방지회로

요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[고안의 명칭]

리얼타임클럭 및 에스램의 오동작 방지회로

[도면의 간단한 설명]

제1도는 종래의 오동작 방지회로도.

제2도의 (a)(b)는 전원스위치의 온시 제1도 각부의 파형도.

제3도는 본 고안의 오동작 방지회로도.

제4도의 (a)-(d)는 제3도 각부의 파형도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

11 : 초기리세트부                        12 : 플립플롭

13 : 리얼타임클럭                        14 : 에스램

ZD11 : 정전압다이오드                R11-R19 : 저항

TR11-TR13 : 트랜지스터

[실용신안의 상세한 설명]

본 고안은 현재 시간을 정확히 카운트하는 리얼타임클럭(Real Time Clock; RTC) 및 기억장치로 사용되는 
에스램(Static Random Access Memory; SRAM)의 오동작을 방지하는 오동작 방지회로에 관한 것으로, 특히 
전원스위치를 온시킬 초기시간에 리얼타임클럭이 카운트한 현재시간 및 에스램에 저장되어 있는 데이타
가 손상되어 오작동하는 것을 방지하게 한 리얼타임클럭 및 에스램의 오동작 방지회로에 관한 것이다. 

종래의 오동작 방지회로는 제1도에 도시한 바와같이 제어단자

이와같이 구성된 종래의 오동작 방지회로는 파워 서플라이의 전원스위치를 온하여 전원단자(Vcc)에 동작
전원이 인가되면, 그 전원단자(Vcc)의 전원이 다이오드(D1)(D2)를 통해 리얼타임클럭(1) 및 에스램(2)의 
전원입력단자(V1)(V2)에 인가됨과 아울러 정전압다이오드(ZD1) 및 저항(R2)을 통해 트랜지스터(TR1)의 
베이스에 인가되고 이때, 전원단자(Vcc)의 전원이 일정전압 이상 즉, 정전압다이오드(ZD1)의 제너전압 
이상이 되기전에는 정전압다이오드(ZD1)가 차단상태로 되므로 트랜지스터(TR1)의 베이스에 저전위가 인
가되어 그가 오프되고, 전원단자(Vcc)의 전원이 저항(R3)(R4)을 통해 트랜지스터(TR2)의 베이스에 인가
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되어 그가 온되므로 전원단자(Vcc)의 전원이 저항(R5) 및 트랜지스터(TR2)를 통해 접지되고, 에스램(2)
의 제어단자(CS)에는 저전위가 인가되어 에스램(2)은 디스에이블(disable)상태 즉, 동작되지 않게된다.

이와같은 상태에서 전원단자(Vcc)의 전원이 정전압다이오드(ZD1)의 제너전압 이상으로 되면, 정전압다이
오드(ZD1)가 도통상태로 되어 상기와는 반대로 트랜지스터(TR1)가 온되고, 트랜지스터(TR2)가 오프되므
로 전원단자(Vcc)의 전원이 저항(R5)을 통해 에스램(2)의 제어단자(CS)에 인가되어 에스램(2)은 인에이
블 상태로 되고, 파워 서플라이가 정상 동작되면서 저전위의 파워 굳신호가 출력되면 그 저전위의 파워 

굳신호가 리얼타임클럭(1)의 제어단자

그러나, 이와같은 종래의 오동작 방지회로는 파워 서플라이에 의해 전원단자(Vcc)에 공급되는 전원에 
제2도의 (a)에 도시한 바와같이 많은 잡음신호가 혼합되어 정전압 다이오드(ZD1)의 제어전압(VZD)보다 크

게되면, 그 잡음신호에 의하여 트랜지스터(TRl)(TR2)가 온, 오프를 반복하여 에스램(2)의 제어단자(CS)
에는 제2도의(b)에 도시한 바와같이 고전위 및 저전위가 반복 인가되므로 에스램(2)에 저장되어 있는 데

이타가 손상되는 결함이 있었고, 또한 리얼타임클럭(1)의 제어단자

본 고안은 이와같은 종래의 결함을 감안하여, 전원스위치의 온시 중앙처리장치에서 제어신호가 출력되게
하여 그 제어신호에 따라 리얼타임클럭 및 에스램이 인에이블되게 하여 리얼타임클럭이 카운트한 현재시
간 및 에스램에 저장된 데이타가 손상되는 것을 방지하게 안출한 것으로, 이를 첨부된 제3도 및 제4도의 
도면에 의하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

제3도는 본 고안의 오동작 방지회로도로서, 이에 도시한 바와같이 인버터(I11,I12) 및 저항(R11), 다이

오드(D11), 콘덴서(C11)로 된 초기리세트부(11)가 리세트단자

상기에서 중앙처리장치는 전원스위치를 온하여 동작전원이 인가되는 초기시간에 다음과 같은 프로그램을 

수행 즉, ORG OH, DI : 인터럽트디스에이블, OUT(
**

), A : 저전위의 제어신호를 출력. 의 프로그램을 수

행하게 하여 세번째 프로그램을 수행할때 플립플롭(12)의 세트단자

이와같이 구성된 본 고안의 작용효과를 설명하면 다음과 같다

파워 서플라이의 전원 스위치를 온하여 전원단자(Vcc)에 제4도의 (a)에 도시한 바와같이 동작전원이 인
가되면,  그  전원단자(Vcc)의  전원이  저항(R11)을  통해  콘덴서(C11)에  충전되기  시작하고,  이때 
콘덴서(C11)에 일정전압 이상이 충전되기 이전에는 인버터(I11)에 저전위가 인가되어 그의 출력단자로 
고전위가 출력되고, 그 출력된 고전위는 인버터(I12)를 통해 저전위로 반전되어 플립플롭(12)의 리세트

단자

이와같은 상태에서 일정시간이 경과하여 콘덴서(C11)에 일정전압 이상이 충전되면, 인버터(I11)에 고전
위가 인가되어 저전위를 출력하고, 그 저전위는 인버터(I12)를 통해 고전위로 반전되어 플립플롭(12)의 

리세트단자

이상에서 설명한 바와같이 본 고안은 소프트웨어를 이용 즉, 전원단자의 전원이 안정된 후 중앙처리장치
에서 출력되는 제어신호를 이용하여 리얼타임 클럭 및 에스램을 인에이블시키므로 리얼타임클럭이 카운
트한 현재시간이 틀리게 되는 것을 방지함은 물론 에스램에 저장되어 있는 네이타가 손상되는 것을 방지
하는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

전원단자(Vcc)를 리얼타임클럭(13) 및 에스램(14)의 전원입력단자(V13)(V14)에 접속함과 아울러 정전압
다이오드(ZD11)를 통해 트랜지스터(TR12)의 베이스측에 접속하여 그의 콜렉터를 트랜지스터(TR13)의 베
이스에 접속하고, 그 트랜지스터(TR13)의 콜렉터는 에스램(14)의 제어단자(CS)에 접속하여 구성된 오동

작 방지회로에 있어서 리세트단자

도면
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